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(54)【発明の名称】 表示装置用アレイ基板及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】    液晶表示装置等のアレイ基板及びその製造
方法において、チャネル保護膜の形成のためのマスクパ
ターン及びその位置合わせ工程を省くことができるとと
もに、信号線が走査線と交差する個所での段切れの発生
を防止できるものを提供する。
【解決手段】走査線１１及びゲート電極１３を作成する
第１のパターニングにおいて、走査線１１には信号線６
との交差部７にスリット１２を設けておく。チャネル保
護膜２２を作成するための第２のパターニングにおいて
は、走査線１１及びゲート電極１３のパターンをマスク
とする裏面露光のみによりレジストパターンを形成す
る。この第２のパターニングの際に交差部７以外の走査
線１１上には線状保護膜２３が形成される。しかし、交
差部７では、スリット１２を通じた光の回折と、サイド
エッチングとにより線状保護膜２３が残らないので、信
号線６の段切れの原因となる段差が生じない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】透明絶縁基板上に略平行に配列される複数
の走査線と、この走査線の一部または延在部により画素
ごとに形成されるゲート電極と、これらゲート電極及び
走査線の全面を被覆するゲート絶縁膜と、このゲート絶
縁膜を介して前記ゲート電極を覆うように配置される半
導体活性膜と、前記走査線に略直交して配列され少なく
とも前記ゲート絶縁膜を介して前記走査線に交差する複
数の信号線と、この信号線の一部または延在部からなり
前記ゲート絶縁膜及び前記半導体活性膜を介して前記ゲ
ート電極の一側部に重ねられるドレイン電極と、前記画
素ごとに配置され走査線及び前記信号線に画される画素
電極と、この画素電極に電気的に接続され前記ゲート絶
縁膜及び前記半導体活性膜を介して前記ゲート電極の他
の側部に重ねられるソース電極と、前記ソース及びドレ
イン電極の間のチャネル部に沿って配置され前記半導体
活性膜を覆うチャネル保護膜とを備えた表示装置用アレ
イ基板において、
前記半導体活性膜と同一の材料で同時に形成される半導
体膜、及び前記チャネル保護膜と同一の材料で同時に形
成される膜よりなり、前記走査線に重ねられて線状に延
びる線状積層膜を備え、
前記走査線が、前記信号線と交差する交差部において、
スリットにより複数の細線に分割され、前記線状積層膜
が前記交差部で省かれていることを特徴とする表示装置
用アレイ基板。
【請求項２】前記細線の幅は、前記チャネル保護膜の輪
郭と前記ゲート電極の輪郭との間の間隔の２倍以下であ
ることを特徴とする請求項１記載の表示装置用アレイ基
板。
【請求項３】透明絶縁基板上に走査線及びゲート電極を
含む下層配線パターンを形成する工程と、
前記下層配線パターンをマスクとして前記透明絶縁基板
の裏面から露光を行なう裏面露光工程と、
前記裏面露光工程によりレジストパターンを形成した
後、エッチングにより前記下層配線パターンに沿った線
状の膜を形成する、裏面露光後のエッチング工程と、
前記走査線に交差する信号線を含む上層配線パターンを
形成する工程とを含む表示装置用アレイ基板の製造方法
において、
前記下層配線パターンを形成する工程にて、前記走査線
には、前記信号線と交差する交差部に開口が設けられ、
前記裏面露光工程における前記開口を通じた光の散乱、
及び、前記エッチング工程におけるサイドエッチングの
少なくとも一方により、前記線状の膜が前記交差部で省
かれることを特徴とする表示装置用アレイ基板の製造方
法。
【請求項４】前記開口が前記走査線に沿ったスリットで
あり、このスリットにより前記走査線が前記交差部にて
複数の細線に分割されていることを特徴とする請求項３
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記載の表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項５】前記交差部において、前記開口の分布領
域、または前記スリットについての、前記走査線に沿っ
た方向の寸法が、前記信号線の幅よりも大きいことを特
徴とする請求項３または４記載の表示装置用アレイ基板
の製造方法。
【請求項６】前記表示装置用アレイ基板には画素ごとに
スイッチング素子として薄膜トランジスタが配置され、
前記線状の膜の形成と同時に同一材料により、前記薄膜
トランジスタのチャネル部のエッチングストッパをなす
チャネル保護膜が形成されることを特徴とする請求項３
記載の表示装置用アレイ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置等の
平面表示装置に用いられる表示装置用アレイ基板、及び
その製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、ＣＲＴディスプレイに代わる平面
型の表示装置が盛んに開発されており、中でも液晶表示
装置は軽量、薄型、低消費電力等の利点から特に注目を
集めている。
【０００３】例えば、各表示画素毎にスイッチ素子が配
置された光透過型のアクティブマトリクス型の液晶表示
装置を例にとり説明する。アクティブマトリクス型液晶
表示装置は、アレイ基板と対向基板との間に配向膜を介
して液晶層が保持されて成っている。アレイ基板は、ガ
ラスや石英等の透明絶縁基板上に複数本の信号線と走査
線とが格子状に配置され、各交点部分にアモルファスシ
リコン（以下、ａ－Ｓｉ：Ｈと略称する。）等の半導体
薄膜を用いた薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴと略称す
る。）が接続されている。そしてＴＦＴのゲート電極は
走査線に、ドレイン電極は信号線にそれぞれ電気的に接
続され、さらにソース電極は画素電極を構成する透明導
電材料、例えばＩＴＯ(Indium-Tin-Oxide)に電気的に接
続されている。
【０００４】対向基板は、ガラス等の透明絶縁基板上に
ＩＴＯから成る対向電極が配置され、またカラー表示を
実現するのであればカラーフィルタ層が配置されて構成
されている。
【０００５】従来例における表示装置用アレイ基板の製
造方法について、図８を用いて説明する。
【０００６】（１）第１工程（走査線１１及びゲート電
極１３の形成）
ガラス等の絶縁基板１４上に、スパッタ法等により金属
薄膜を堆積し、第１のマスクパターンを用いて所定の配
線の形状にパターニングする。これにより、画素領域に
ゲート電極１３及び走査線１１を形成する。
【０００７】（２）第２工程（ゲート絶縁膜１５等の連
続成膜）
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第１工程の後、プラズマＣＶＤ法等により、酸化シリコ
ン膜、窒化シリコン膜またはこれらの積層からなるゲー
ト絶縁膜（ＳｉＯＮ膜）１５と、非晶質シリコン（ａ－
Ｓｉ：Ｈ）膜１６と、窒化シリコン膜１７とを連続して
成膜する。
【０００８】（３）第３工程（チャネル保護膜２２形
成）
第２のマスクパターンを用いて窒化シリコン膜（ＳｉＮ
ｘ膜）１７をパターニングすることにより、ゲート電極
１３の上方に、島状のチャネル保護膜２２を形成する。
【０００９】（４）第４工程
リンドープ非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）膜２５を堆
積した後、第３のマスクパターンを用いるパターニング
により、ＴＦＴの個所に島状の半導体活性層を形成す
る。
【００１０】（５）その後の工程
この第４工程の後、画素電極、コンタクトホール、信号
線及びソース・ドレイン電極等が順次形成される。
【００１１】上記のようなアレイ基板の製造方法である
と、チャネル保護膜２２を形成するためだけに、一枚の
マスクパターンを準備する必要があり、このマスクパタ
ーンと、ゲート電極のパターンとを正確に位置合わせす
る必要がある。このため、アレイ基板の製造コスト削減
と製造効率向上において問題となっていた。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】そこで、チャネル保護
膜２２を形成する上記第３工程においてマスクパターン
を使用せずに、裏面露光のみにより、ゲート電極１３及
び走査線１１のパターンをマスクとしてパターニングを
行なうことが考えられる。すなわち、上記第２工程の
後、連続成膜層の上にレジストを塗布し、透明絶縁基板
の裏面からの露光により、ゲート電極１３及び走査線１
１に沿ったレジストパターンを形成して窒化シリコン膜
（ＳｉＮｘ膜）１７のエッチングを行なうのである。
【００１３】これにより、図９に示すように、ゲート電
極１３の個所にチャネル保護膜２２が形成されるととも
に、走査線１１に重ねられるように線状の保護膜２３が
形成される。そして、第４工程における半導体層のエッ
チングの後にも、走査線１１上には、線状の保護膜２３
とこの下方の半導体層２４とからなる線状積層膜２１が
配置される。
【００１４】そのため、図１０に示すように、信号線６
が走査線１１の輪郭と交差する個所、すなわち信号線６
が走査線１１のエッジにかかる個所では、走査線１１の
エッジに加えて、線状積層膜２１のエッジを乗り越える
必要がある。線状積層膜２１及び信号線６の厚さは、例
えば、いずれも３５０ｎｍである。この積層膜のエッジ
は通常テーパー状に形成されていないため、信号線６が
走査線１１のエッジにかかる個所で、図中に示すような
段切れ６を生じるおそれがある。
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【００１５】本発明は、上記問題点に鑑みなされたもの
であり、液晶表示装置等のアレイ基板及びその製造方法
において、チャネル保護膜の形成のためのマスクパター
ン及びその位置合わせ工程を省くことができるととも
に、信号線が走査線と交差する個所での段切れの発生を
防止できるものを提供する。
【００１６】
【課題を解決するための手段】請求項１の発明の表示装
置用アレイ基板は、透明絶縁基板上に略平行に配列され
る複数の走査線と、この走査線の一部または延在部によ
り画素ごとに形成されるゲート電極と、これらゲート電
極及び走査線の全面を被覆するゲート絶縁膜と、このゲ
ート絶縁膜を介して前記ゲート電極を覆うように配置さ
れる半導体活性膜と、前記走査線に略直交して配列され
少なくとも前記ゲート絶縁膜を介して前記走査線に交差
する複数の信号線と、この信号線の一部または延在部か
らなり前記ゲート絶縁膜及び前記半導体活性膜を介して
前記ゲート電極の一側部に重ねられるドレイン電極と、
前記画素ごとに配置され走査線及び前記信号線に画され
る画素電極と、この画素電極に電気的に接続され前記ゲ
ート絶縁膜及び前記半導体活性膜を介して前記ゲート電
極の他の側部に重ねられるソース電極と、前記ソース及
びドレイン電極の間のチャネル部に沿って配置され前記
半導体活性膜を覆うチャネル保護膜とを備えた表示装置
用アレイ基板において、前記半導体活性膜と同一の材料
で同時に形成される半導体膜、及び前記チャネル保護膜
と同一の材料で同時に形成される膜よりなり、前記走査
線に重ねられて線状に延びる線状積層膜を備え、前記走
査線が、前記信号線と交差する交差部において、スリッ
トにより複数の細線に分割され、前記線状積層膜が前記
交差部で省かれていることを特徴とする。
【００１７】上記構成により、チャネル保護膜の形成の
ためのマスクパターン及びその位置合わせ工程を省くこ
とができるとともに、信号線が走査線と交差する個所で
の段切れの発生を防止することができる。
【００１８】請求項３の発明の表示装置用アレイ基板の
製造方法は、透明絶縁基板上に走査線及びゲート電極を
含む下層配線パターンを形成する工程と、前記下層配線
パターンをマスクとして前記透明絶縁基板の裏面から露
光を行なう裏面露光工程と、前記裏面露光工程によりレ
ジストパターンを形成した後、エッチングにより前記下
層配線パターンに沿った線状の膜を形成する、裏面露光
後のエッチング工程と、前記走査線に交差する信号線を
含む上層配線パターンを形成する工程とを含む表示装置
用アレイ基板の製造方法において、前記下層配線パター
ンを形成する工程にて、前記走査線には、前記信号線と
交差する交差部に開口が設けられ、前記裏面露光工程に
おける前記開口を通じた光の散乱、及び、前記エッチン
グ工程におけるサイドエッチングの少なくとも一方によ
り、前記線状の膜が前記交差部で省かれることを特徴と
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する。
【００１９】
【発明の実施の形態】本発明の実施例について、図１～
７を用いて説明する。
【００２０】まず、実施例のアレイ基板における要部の
構成について、図１～３を用いて説明する。
【００２１】図１は、アレイ基板の要部平面図である。
図２は、信号線が走査線と交差する個所（図１のＡ－Ａ
断面）を示す縦断面図である。また、図３は、ＴＦＴの
個所（図１のＢ－Ｂ断面）で切断した場合の要部断面斜
視図である。
【００２２】図１及び図２に示すように、走査線１１に
は、信号線６と交差する交差部７に、走査線１１に沿っ
て延びる複数のスリット１２が設けられている。これに
より、交差部７において、走査線１１は、複数の等幅の
細線１１ａにより構成されている。走査線１１と、その
延在部からなるゲート電極１3とは、例えばモリブデン
－タングステン(Mo-W)により形成され、全体がゲート絶
縁膜１５により覆われる。
【００２３】また、図１及び図３に示すように、交差部
７を除いて走査線１１上には、窒化シリコン膜とその下
の非晶質シリコン膜とならかる線状積層膜２１が配され
ている。このような線状積層膜２１は、後述するよう
に、裏面露光のみによりレジストパターンを形成してパ
ターニングを行なったために生成したものである。ま
た、交差部７において線状保護膜２３が省かれているの
は、裏面露光によるレジストパターンの形成の際、スリ
ット１２を通じた光の回折、及びサイドエッチングによ
り、交差部７には窒化シリコン膜が残らず、次のパター
ニングの際に非晶質シリコン膜も除去されるからであ
る。
【００２４】各細線１１ａの幅は、光の回折の寸法にサ
イドエッチングの寸法を足し合わせた寸法よりも小さく
設定する必要がある。細線１１ａの設計幅寸法は、裏面
露光時の露光量、レジストの現像時間、エッチング時間
などの条件に応じて適宜調整されるが、製造条件の一典
型例によれば３μｍ以下とするのが好ましかった。
【００２５】なお、図示の例では、各交差部７が２本の
スリット１２により３本の細線１１ａに分けられてお
り、各スリット１２の幅、及び各細線１１ａの幅はいず
れも等しい。例えば、走査線１１の幅が約１４μｍであ
り、各スリット１２及び各細線１１ａの幅が約２．８μ
ｍである。
【００２６】アレイ基板１０の画素領域ついてのその他
の概略構成は以下の通りである。
【００２７】信号線６と走査線１１とにより区画される
画素開口ごとにおいて、信号線６と走査線１１との交差
部７近傍に、スイッチング素子としてのＴＦＴ８が配置
される。ＴＦＴ８は、走査線１１の延在部１３をゲート
電極とする逆スタガ型であって、このゲート電極１３を
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覆う個所に、ゲート絶縁膜１５を介して、非晶質シリコ
ン膜（ａ－Ｓｉ：Ｈ）からなる半導体活性層３２が配置
される。この半導体層の上には、略中央のバックチャネ
ル部８１近傍にチャネル保護膜２２が配置され、バック
チャネル部８１近傍以外にリンドープ非晶質シリコン層
（ｎ＋ａ-Ｓｉ:Ｈ）からなる低抵抗半導体層３３が積層
配置される。さらにこの上には、ソース電極４３及びド
レイン電極４２が配置される。これらソース電極４３及
びドレイン電極４２を含む上層の金属配線パターンは、
アルミニウム(Al)層が上下のモリブデン層(Mo)により挟
まれた三層金属膜（Mo／Al／Mo）から成る。
【００２８】ソース電極４３は画素開口ごとに配置され
る画素電極４１に電気的に接続されており、ドレイン電
極４２は信号線６の延在部よりなっている。
【００２９】次に、実施例のアレイ基板１０の製造工程
について、図４～７を用いて説明する。
【００３０】（１）第１工程（図４、走査線１１及びゲ
ート電極１３の作成）
ガラス基板１４上に、スパッタリングによりモリブデン
・タングステン合金（Ｍｏ・Ｗ）を２００ｎｍ堆積させ
る。そして、この金属薄膜上にレジスト層を塗布した
後、第１のマスクパターンによる露光、現像及びパター
ニングによってレジストパターンを形成する。マスクパ
ターンにおける交差部７に対応する個所には、それぞれ
２本のスリットが設けられている。
【００３１】次いで、エッチングを行うことにより、走
査線１１、及びこの延在部から成るゲート電極１３を形
成する。走査線１１には交差部７に対応する個所ごとに
２本のスリット１２が設けられる。この様子を図４に模
式的に示す。
【００３２】（２）第２工程（図５、プラズマＣＶＤに
よる連続成膜）
第１工程の後、ガラス基板を加熱し、常圧プラズマＣＶ
Ｄ法により酸化シリコン膜（ＳｉＯｘ膜）１５ａを堆積
した後、減圧プラズマＣＶＤ法により窒化シリコン膜
（ＳｉＮｘ膜）１５ｂを堆積して２層膜から成るゲート
絶縁膜１５を形成する。さらに引き続き、減圧プラズマ
ＣＶＤ法により、ＴＦＴ８の半導体活性層３２を形成す
るための膜厚５０ｎｍの非晶質シリコン膜（ａ－Ｓｉ：
Ｈ）１６と、ＴＦＴ８のチャネル保護膜２２を形成する
ための膜厚３００ｎｍの窒化シリコン膜１７とを、大気
にさらすことなく連続して成膜する。
【００３３】（３）第３工程（図６、チャネル保護膜２
２の作成）
第２工程の後、再度レジスト層を塗布する。そして、走
査線１１及びゲート電極１３等の金属パターンをマスク
とする裏面側からの露光を行う。このような露光操作
と、現像及びパターニングによって、ゲート電極１３及
び走査線１１に対応するレジストパターンを形成する。
露光操作の際には、ある程度散乱された光線を用いるこ
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7
とにより、走査線１１やゲート電極１３の輪郭よりも内
側に引き込んだ形のレジストパターンを形成する。細線
１１ａ上では、レジストパターンが残らないか、残って
もかなり幅の小さいパターンのみが残る。
【００３４】次いでエッチングを行なうことにより、レ
ジストパターンに覆われない領域で窒化シリコン膜１７
が除去されるとともに、サイドエッチングが進行する。
そのため、細線１１ａ上にレジストパターンが残留して
いた場合にも、このサイドエッチングによって窒化シリ
コン膜１７が完全に除去される。
【００３５】以上のようにして、ゲート電極１３上にチ
ャネル保護膜２２が形成されるとともに、これに連続す
る線状保護膜２３が走査線１１に沿って残留するが、信
号線６との交差部７では線状保護膜２３が省かれる。
【００３６】（４）第４工程（図７、ｎ＋ａ-Ｓｉ:Ｈの
堆積及びそのパターニング）
第３工程の後、減圧プラズマＣＶＤ法により、不純物と
してリンを含むリンドープ非晶質シリコン層（ｎ＋ａ-
Ｓｉ:Ｈ）２５を５０ｎｍ堆積する。
【００３７】この上に再度レジスト層を塗布し、第２の
マスクパターンを用いる露光と、現像及びパターニング
とによりレジストパターンを形成する。第２のマスクパ
ターンは、ゲート電極１３及びその近傍のみを遮蔽する
ものである。
【００３８】上記のレジストパターン形成後にエッチン
グを行うことにより、ＴＦＴ８以外の個所において、非
晶質シリコン膜（ａ－Ｓｉ：Ｈ）１６及びリンドープ非
晶質シリコン層（ｎ＋ａ-Ｓｉ:Ｈ）２５を一括して除去
する。その結果、ＴＦＴ８の個所において、チャネル保
護膜２２を上下から包み込むように、半導体活性層３
２、及び低抵抗半導体層３３の２層から成る島状のパタ
ーンが形成される（第３のパターニング）。
【００３９】ＴＦＴ８以外にあって線状保護膜２３の個
所では、非晶質シリコン膜１６が残留して線状の半導体
膜２４をなす。これにより、窒化シリコン層からなる線
状保護膜２３と、これに輪郭が一致する下方の線状半導
体膜２４とからなる線状積層膜２１が形成される。図７
に、このパターニングの後の様子を示す。
【００４０】（５）以降の工程
この第４工程より後には、例えば、画素領域を覆うよう
にＩＴＯ膜を形成する工程、ゲート絶縁膜１５を貫くコ
ンタクトホールを形成する工程、ＩＴＯ膜をパターニン
グして画素電極４１を形成する工程、及び上層の金属配
線パターンを形成する工程が行なわれる。
【００４１】上層の金属配線パターンを形成する工程に
おいては、例えば厚さ３５０ｎｍの三層金属膜（Mo／Al
／Mo）を堆積した後、パターニングにより、ソース電極
４２、ドレイン電極４３及び信号線６を作成する。
【００４２】以上に説明した実施例のアレイ基板の製造
方法であると、チャネル保護膜を形成する第２のパター
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ニングにおいて、別途のマスクパターンを用いる必要が
なくマスクパターンとの位置合せを行なう必要がないと
ともに、信号線が走査線を乗り越える個所での段切れの
発生を充分に防止することができる。
【００４３】
【発明の効果】本発明は、液晶表示装置等のアレイ基板
及びその製造方法において、チャネル保護膜の形成のた
めのマスクパターン及びその位置合わせ工程を省くこと
ができるとともに、信号線が走査線と交差する個所での
段切れの発生を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例のアレイ基板の要部を模式的に示す要部
平面図である。
【図２】実施例のアレイ基板における、信号線が走査線
と交差する個所（図１のＡ－Ａ断面）を示す部分縦断面
図である。
【図３】実施例のアレイ基板についてＴＦＴの個所（図
１のＢ－Ｂ断面）で切断した場合の要部断面斜視図であ
る。
【図４】実施例のアレイ基板の製造工程における、第１
のパターニングの後の様子を示す、図３に対応する要部
断面斜視図である。
【図５】実施例のアレイ基板の製造工程における、ＣＶ
Ｄによる連続成膜後の様子を示す、図３に対応する要部
断面斜視図である。
【図６】実施例のアレイ基板の製造工程における、第２
のパターニングの後の様子を示す、図３に対応する要部
断面斜視図である。
【図７】実施例のアレイ基板の製造工程における、第３
のパターニングの後の様子を示す、図３に対応する要部
断面斜視図である。
【図８】従来例のアレイ基板の要部を模式的に示す、図
１に対応する要部平面図である。
【図９】従来例を改良したアレイ基板の要部を模式的に
示す、図１に対応する要部平面図である。
【図１０】従来例を改良したアレイ基板の問題点につい
て説明するための、図２に対応する縦断面図である（図
９のＡ－Ａ断面）。
【符号の説明】
10  アレイ基板
11  走査線
11a  交差部における走査線の細線
12  スリット
13  ゲート電極
15  ゲート絶縁膜
21  線状保護膜23とその下方の半導体膜とからなる線状
積層膜
22  チャネル保護膜
23  チャネル保護膜と同時に形成される線状保護膜
24  線状保護膜に輪郭が一致する下方の半導体膜
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６  信号線
７  交差部 *

10
*８  ＴＦＴ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図６】
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